

























することを志向し、ガラス上における大粒径 Si 薄膜の形成手法として実績のある Al 誘起成長





研究成果の概要（英文）：In order to develop high-efficiency tandem solar cells to versatile 
flexible substrates, I investigated Al-induced crystallization (AIC) of amorphous Ge thin 
films on amorphous insulating substrates; the AIC has been well investigated to form 
large-grained Si layers on glass. I clarified the important parameters on the AIC. By 
controlling these parameters, I accomplished the low-temperature formation of a highly 
(111) oriented polycrystalline Ge with large grains. In addition, the Ge layer contained 
almost no extended defects, and had a good crystal quality.  
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めて大きな光吸収係数(Si の 100 倍)に加え、
豊富な資源量を有することから、近年注目を
集めている材料である。一方、Ge は、バンド


























  単結晶 Ge 層の(111)面方位成長には、溶
融エピタキシャル成長の種となる Si 結晶の
方位を(111)面に制御する必要がある。Al 誘
























属拡散防止膜は導電性材料、即ち TiN や TaN
等の非拡散金属とする。金属拡散防止膜(数
nm)はスパッタリング法で堆積する。Si(111)





















離を EBSP 法で評価して RTA 条件及び金属拡
散防止膜種を適正化し、金属シート上におけ
る単結晶 Ge 層(100 nm 厚)の 1cm 成長を達成
する。   


























  一方、BaSi2(100)の格子定数は、Ge 濃度
25%のSiGe(111)に一致する。そこで、BaSi2/Ge
界面に Si1-xGex(x:0.25~1)組成傾斜層を導入
する。Ge 基板上に、Ge 濃度勾配をもつ SiGe


















(4) 高品質 BaSi2/Ge/金属シート構造の創製 
  (2),(3)で構築した要素技術、即ち「金
属シート上における Ge 溶融成長技術」と「Ge















  以上のプロセスにより BaSi2/Ge/金属シ
ート構造の結晶性を極限まで高め、高変換効
率を達成するのに十分に大きな少数キャリ
ア拡散長 L (BaSi2:L >1 µm, Ge:L >3 µm)を
実現する。 
   
４．研究成果 
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